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(57) Abstract: The invention relates to a printed conductor support layer (1) for laminating into a chip card, comprising at least one
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(57) Zusammenfassung: Es wird eine Leiterbahntréigerschicht (1) zur Einlaminierung in eine Chipkarte mit mindestens einer auf
>~ der Leiterbahntragerschicht (1) aufgebrachten Leiterbahn (7) und mit der Leiterbahn (2) verbundenen AnschlussfEichen vorgestellt,
bei der die Leiterbahntrigerschicht (1) auf mindestens einer Flachseite an den fiir die Leiterbahn (7) und die Anschlussfliichen
vorgesehenen Bereichen mit einem leitfahigen Material gefiillte Vertiefungen (3) aufweist, wobei die Oberfliiche der Leiterbahn-
trigerschicht (1) in den nicht mit Vertiefungen versehenen Bereichen fiir das leitfihige Material hafthemmend ausgebildet ist. Die
Erfindung betrifft dariiberhinaus ein Verfahren zur Herstellung der o. a. Leiterbahntriigerschicht sowie eine Vorrichtung zur Durch-

fithrung des Verfahrens.
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Leiterbahntragerschicht zur Einlaminierung in eine Chipkarte,
Verfahren zur Herstellung einer Leiterbahntragerschicht
Spritzgusswerkzeug zur Durchfiihrung des Verfahrens zur Herstellung
einer Leiterbahntragerschicht

Die Erfindung betrifft eine Leiterbahntrégerschicht zur Einlaminierung in eine Chip-
karte mit mindestens einer auf der Leiterbahntragerschicht aufgebrachten Leiterbahn
und mit mit der Leiterbahn verbundenen Anschlussflachen sowie einer Verfahren zur
Herstellung einer derartigen Leiterbahntragerschicht und ein Spritzgusswerkzeug zur

Durchfiihrung des erfindungsgemalien Verfahrens.

Leiterbahntragerschichten der eingangs erwahnten Art werden vorzugsweise fir die
Herstellung von Chipkarten verwendet, wobei derartige Chipkarten in Form von Te-
lefonkarten, Zugangsberechtigungskarten fur Mobilfunktelefone, Bankkarten usw.
bereits in groRem Umfang eingesetzt werden. Auf den Leiterbahntragerschichten
derartiger Chipkarten wird im Stand der Technik Ublicherweise eine Spule aufge-
bracht, die Uber entsprechende Anschlussflachen verfiigt und der Energieversorgung
und dem Datenaustausch der Karte mit externen Geréaten dient. Bei Verwendung
von Spulen zum Energie- und Datenaustausch erfolgt dieser Austausch be-
rihrungslos, so dald man von einer kontaktlos arbeitenden Karte spricht. Neben den
kontaktlos arbeitenden Karten sind jedoch auch Chipkarten bekannt, bei denen ne-
ben der durch die Spule tbertragenen Informationen auch Informationen und Ener-
gielibertragungen auf direktem Wege kontaktbehaftet durch galvanisch arbeitende

Kontaktflachen erfolgen kann.

Die Herstellung der fur die oben erwahnten kontaktlosen oder kontaktbehafteten
Karten verwendeten Leiterbahntragerschicht erfolgt oftmals entsprechend einem (ib-
lichen Siebdruckverfahren. Bei einer derartigen Herstellungsweise werden die ein-
zelnen Leiterbahnen der Spule zusammen mit dem Anschlussflachen fir die Ver-
bindung der Spule mit auf der Chipkarte angeordneten zuséatzlichen elektronischen

Bauelementen ,wie beispielsweise einem Chipmodul, durch Aufbringen einer elek-
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trisch leitenden Siebdruckpaste auf einem Kunststofftrager aufgebracht. Im Rahmen
dieses Herstellungsverfahrens lassen sich natirlich auch Gber die eigentliche Spule
hinaus notwendige Leiterbahnen zur Verwendung weitere elekironischer Bauele-
mente, wie Anzeigevorrichtungen oder Tastaturfelder, auf der Leiterbahntrager-

schicht aufbringen.

Nachteil der mit Hilfe dieses aus dem Stand der Technik bekannten Herstellungs-
verfahrens hergestellten Leiterbahntréagerschichten ist es, dall der Querschnitt der
auf diese Weise erstellten Leiterbahnen durch die Schichtdicke des auf den Leiter-
bahntragerschichtkdrper im Bereich der Leiterbahnen und Anschiussflachen aufge-

tragenen elektrisch leitenden Siebdruckpaste festgelegt ist.

Andere Verfahren zur Herstellung von Leiterbahnen etwa durch fotolithografische
Verfahren sind relativ teuer und erlauben dartiber hinaus keine Durchkontaktierung
der Leiterbahntragerschicht. Unter einer derartigen Durchkontaktierung versteht man
die elektrisch leitende Verbindung der auf einer Flachseite der Leiterbahntrager-
schicht angeordneten Leiterbahnen mit Anschlussflaichen oder Leiterbahnen auf der

der ersten Flachseite gegentber liegenden Riickseite.

Diesen Nachteil mangelnder Durchkontaktierungsmdglichkeiten besitzt auch das
relativ preiswerte Herstellen von gattungsgemafien Leiterbahntragerschichten mittels
Laserschneiden von auf die Leiterbahntragerschicht aufgebrachten Aluminium-

schichten.

Auch bei den beiden letztgenannten Herstellungsverfahren ist eine Variation der

Leiterbahndicke nicht moglich.

Da die zukunftige technische Entwicklung den Aufbau von Chipkarten mit mehreren
elektronischen Bauelementen vorsieht, welche aufgrund der Chipkartendicke dann
auf Vorder- und Ruckseite der in den Chipkarten enthaltenen Leiterbahntrager-
schichten anzuordnen sein werden, wird eine Durchkontaktierung fur die praktische
Anwendung immer wichtiger. Darliber hinaus ist es zukiinftig wiinschenswert, be-
stimmte Leiterbahnen mit einem definierten Widerstand auszustatten, was wiederum
u. U. eine Variation der Schichtdicke der auf einer Leiterbahntragerschicht aufge-
brachten Leiterbahnen erforderlich macht, sofern der Breitenausdehnung derartiger

Leiterbahnen aus Platzgriinden Grenzen gesetzt sind.
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Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Leiterbahntragerschicht der
eingangs geschilderten gattungsgemalien Art so weiterzuentwickeln, da} die oben
beschriebenen Nachteile aus dem Stand der Technik beseitigt werden. Insbeson-
dere soll auf einfache und kostengunstige Art und Weise eine durchkontaktierte Lei-
terbahntragerschicht hergestellt werden koénnen, bei der gleichzeitig die Quer-
schnittsflache der aufgebrachten Leiterbahnen und Anschlussflachen variabel ist.
Darliber hinaus soll ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen Leiterbahntrager-
schicht bereitgestellt werden, welches einfach und kostenglinstig arbeitet, da es sich
bei den mit einer gattungsgemafien Leiterbahntragerschicht versehenen Chipkarten

und dgl. um Massenartikel handelt.

Diese Aufgabe wird hinsichtlich der Leiterbahntragerschicht in Zusammenschau mit
den oben angefiihrten gattungsbildenden Merkmalen durch die technische Lehre

des Anspruches 1 gelést.

Diese technische Lehre sieht vor, dal® die Leiterbahntragerschicht auf mindestens
einer Flachseite an den fir die Leiterbahn und die Anschlussflachen vorgesehenen
Bereichen mit einem leitfahigen Material gefiilite Vertiefungen aufweist, wobei die
Oberflache der Leiterbahntragerschicht in den nicht mit Vertiefungen versehenen
Bereichen fiir das leitfahige Material hafthemmend ausgebildet ist. Durch die Tatsa-
che, dal} die Leiterbahnen erfindungsgemal innerhalb der Leiterbahntragerschicht in
entsprechenden Vertiefungen und nur in diesen Vertiefungen sich befinden, ist eine
klar definierte Groflenordnung des Leiterbahnquerschnittes und somit ein exakt vor-
gegebener Widerstandwert der entsprechenden Leiterbahn gegeben. Darlber hin-
aus ermdoglicht die erfindungsgemalie Leiterbahntragerschicht eine Durchkontak-
tierung mittels der Moglichkeit, dal} die Vertiefungen bis zur gegeniiber liegenden
Flachseite der Leiterbahntragerschicht reichen, d. h. da die Leiterbahntragerschicht
in bestimmten Bereichen, welche vorzugsweise im Bereich der Anschlussflachen
liegen, Durchgangsbohrungen aufweisen kann, so daly zusatzliche elektronische
Bauteile mit den durchkontaktierten Anschiussflachen beidseitig verbunden werden

kdbnnen.

Das erfindungsgeméalle Verfahren zur Herstellung einer derartigen Leiterbahntrager-
schicht ergibt sich aus den im Anspruch 10 offenbarten einzelnen Verfahrensschrit-

ten. Es ist demnach vorgesehen, in einem ersten Verfahrensschritt durch einen
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Spritzgiefivorgang ein auf mindestens einer Flachseite an den fiir die Leiterbahn
und die Anschlussflachen vorgesehenen Bereichen mit Vertiefungen versehenen
Leiterbahntragerschichtkdrper zu formen. Die auf diese Weise in die Leiterbahntra-
gerschicht eingebrachten Vertiefungen werden in einem anschlieenden Verfah-
rensschritt mit einem leitfahigen Material verfillt, anschlieRend wird die mit den ver-
fullten Leiterbahnen und Anschlussflachen versehene Flachseite des Leiterbahntra-
gerschichtkérpers von Uber die Vertiefungen vorstehenden Anteilen des leitfahigen

Materials gereinigt.

Das erfindungsgeméfle Verfahren besteht aus einzelnen Verfahrensschritten, die
jeder fur sich kostengunstig durchfihrbar sind, so daf} sich ein insgesamt vorteilhaft
glinstiges Herstellungsverfahren fir die eingangs erwdhnte erfindungsgemae Lei-
terbahntragerschicht ergibt. Das Verflllen der nach dem ersten Verfahrensschritt des
Spritzgiel3ens in dem Leiterbahntragerschichtkérper vorhandenen Vertiefungen lasst
sich hierbei auf unterschiedliche Art und Weise durchfiihren. Diese speziellen Ver-
fahrensschritte sowie weitere erganzenden Ausgestaltungen des erfindungsgema-
Ren Verfahrens ergeben sich mit der technischen Lehre des Anspruches 10 aus den
Merkmalen der Unteranspriiche 11 bis 19. So kénnen nach Ausformung des Leiter-
bahntragerschichtkdrpers die Vertiefungen durch einen Rakelvorgang mit dem leitfa-
higen Material, beispielsweise einer thermisch oder durch UV-Strahlung ausharten-
den Paste oder einem thermoplastischen Material verfullt werden. Ein derartiger Ra-
kelvorgang kann auch fur das anschlieRende Uberstreichen und Abstreifen des tber

die Vertiefungen vorstehenden leitfahigen Materials erfolgen.

Alternativ zu den genannten Verfahrensschritten ist es ebenfalls méglich und unter
bestimmten Rahmenbedingungen besonders vorteilhaft, nach Ausformung des Leiter-
bahntragerschichtkdrpers die Vertiefungen mit dem leitfahigen Material durch einen
weiteren Spritzgiefivorgang, bei der in der Spritzgussform nur die Vertiefungen als
Hohlrdume vorhanden sind, mit dem leitfahigen Material zu verfulien. AnschlieRend
wird mit Hilfe des bereits oben geschilderten Rakelvorganges die mit den Lei-
terbahnen und Anschlussflachen versehene Flachseite der Leiterbahntragerschicht

von Uber die Vertiefungen vorstehendem Material gesdubert.

Es hat sich dartber hinaus als zweckmaRig erwiesen, zur Unterstiitzung der Haftwir-

kung des leitfahigen Materials innerhalb der Vertiefungen diese zu mattieren. Dar-
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Uber hinaus kann der Reinigungsvorgang der Leiterbahntragerschicht-Flachseite
von (berschissigen Material dadurch unterstitzt werden, dal} die entsprechende
Flachseite vor dem Verfiillen der Vertiefungen poliert wird oder mit einer Anti-Haft-
beschichtung versehen wird, wobei darauf zu achten ist, dall eine derartige Be-
schichtung oder Politur nicht in die Bereiche der Seitenwande der Vertiefungen hin-
einreicht. Das Polieren der Leiterbahntréagerschicht-Flachseite sowie die Mattierung
der Seitenflachen der Vertiefungen kann auch bereits im Rahmen des Spritzgiefvor-
ganges durch eine spezielle Oberflachengestaltung der betreffenden Bereiche der
SpritzgulRform erfolgen, indem beispielsweise die Wandflachen der Vertiefungen in
der Gul¥form aufgerauht werden und die Guf3form in den poliert zu erstellenden Be-

reichen der Datentragerkarte speziell geglattet wird.

Das Einbringen von leitfahigem Material in Vertiefungen der Leiterbahntragerschicht
er6ffnet dariber hinaus die Mdglichkeit, elektronische Bauelemente direkt im Rah-
men des Verflllens der Vertiefungen ohne zusatzlichen Arbeitsaufwand elektrisch
mit den Leiterbahnen bzw. den Anschlussflaichen zu verbinden. Zur Durchfihrung
einer derartigen MalRnahme wird erfindungsgemaf nach Ausformung des Leiter-
bahntragerschichtkérpers in diesen mindestens eine zusatzliche Aussparung fur ein
elektronisches Bauelement eingebracht. Die Aussparung kann hierbei durch einen
Stanzvorgang durchgefiuhrt werden, es ist jedoch auch vorteilhaft, die Aussparung
gleichzeitig mit den Vertiefungen und den Durchkontaktierungs6ffnungen im Rahmen
des Spritzgussarbeitsschrittes in den Leiterbahntragerschichtkdrper einzubringen. in
diesen zusatzlichen Aussparungen werden anschlielend die vorgesehenen elektro-
nischen Bauelemente mit ihren Kontaktflachen so eingebracht, daf} diese Kontaktfla-
chen zur gleichen Flachseite gerichtet sind wie die zur elektrischen Verbindung vor-

gesehenen Leiterbahnen und Anschlussflachen.

Nach dem Einsetzen der elektronischen Bauelemente wird durch den Rakelvorgang
nicht nur ein Verfillen der Vertiefungen und Durchkontaktierungséffnungen erreicht,
sondern auch durch das leitfahige Material eine elektrische Verbindung zwischen
den Kontaktflachen der Bauelemente und den Anschlussflaichen der Leiterbahntré-
gerschicht hergestellt. Durch diese erfindungsgeméafien Verfahrensschritte lassen
sich ansonsten Ubliche und arbeitsintensiv durchzufihrende Arbeiten zum Anschlie-

Ren zusatzlicher elektronischer Bauelemente einsparen.
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Um die Flexibilitdt bei der Herstellung der erfindungsgemalen Leiterbahntrager-
schichten insbesondere im Rahmen des Spitzgielvorganges flir den Leiterbahntra-
gerschichtkorper zu steigern, wird erganzend ein Spritzgusswerkzeug zur Durchfiih-
rung des Verfahrens vorgestelit, bei der die SpritzguRform aus mindestens zwei,
vorzugsweise mehreren Segmenten besteht, wobei jedes Segment einen Teilbereich
der in die Leiterbahntragerschicht einzubringenden Vertiefungen/Aussparungen als
positiv Uber die Grundflache der Spritzguform vorstehende Vorspriinge aufweist
und wobei die einzelnen Segmente in Abhangigkeit der Lage und Form der auszu-
formenden Vertiefungen in der Leiterbahntragerschicht modularartig zusammen-

setzbar sind.

Durch diese erfindungsgemalle Gestaltung eines Spritzgusswerkzeuges werden
unterschiedlichen Lagen der Leiterbahnen und Anschlussflaichen durch verschie-
denartiges Zusammensetzen der einzelnen Segmente ermdglicht. Die einzelnen
Segmente koénnen hierbei verschieden geformte Leiterbahnteile, winklig zueinander
liegende Leiterbahnen, Lotaugen, Durchbriiche sowie Aussparungen fir elektroni-
sche Bauelemente wie beispielsweise Chips und andere SMD-Bauelemente bein-
halten. Durch den segmentartigen Aufbau der SpritzguRform entfallen die bislang
Ublichen hohen Werkzeugkosten fur jedes einzelne Layout einer Leiterbahntrager-
schicht.

im folgenden werden mehrere Ausgestaltungen des Gegenstandes der Erfindung
sowie die Abfolge der erfindungsgemafien Verfahrensschritte anhand der beigeflig-

ten Zeichnungen naher erlautert. Es zeigt:

Figur 1: einen Querschnitt durch eine erfindungsgemafie Leiterbahn-
tragerschicht nach dem erfindungsgemalen ersten Verfah-

rensschritt,

Figur 2: eine Draufsicht auf eine Leiterbahntragerschicht nach dem er-
sten Verfahrensschritt zur Herstellung der Leiterbahntrager-
schicht,

Figur 3: eine Draufsicht der Leiterbahntragerschicht aus Figur 2 nach

Beendigung des Herstellungsvorganges,
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Figur 4: eine zweite Ausgestaltungsvariante einer erfindungsgemafien
Leiterbahntragerschicht in Draufsicht nach dem ersten Verfah-

rensschritt der Herstellung,

Figur 5: eine Draufsicht der erfindungsgemalen Ausgestaltungsvariante
der Leiterbahntragerschicht nach Beendigung des Her-

stellungsvorganges,

Figur 6: eine Schnittdarstellung entsprechend der Schnittlinie C-C aus
Figur 5,

Figur 7: eine Schnittdarstellung entlang der Schnittlinie D-D aus Figur 5
und

Figuren 8 a) und b): Querschnitte durch die erfindungsgemafle Leiterbahntrager-
schicht entsprechend der Linie E-E vor und nach dem Verfah-

rensschritt des Verflllens mit dem leitfahigen Material.

Aus der Schnittdarstellung der Figur 1 ist ersichtlich, dal die erfindungsgemafe
Leiterbahntragerschicht 1 aus einem Leiterbahntragerschichtkérper 2 besteht, in die
in diesem Ausflihrungsbeispiel 3 nebeneinander angeordnete Vertiefungen 3 einge-
bracht sind. Die Vertiefungen 3 weisen entsprechend der dargestellten Ausgestal-
tung einen dreieckférmigen Querschnitt auf. Naturlich sind auch beliebige andere
Querschnitte denkbar, wie beispielsweise halbrundférmige, quadratische oder recht-
eckige. Die GroRRe der Querschnitte ist abhéangig vom gewiinschten Widerstandwert
der nach Beendigung des Herstellungsprozesses in der Leiterbahntragerschicht vor-

handenen Leiterbahnen.

Die Leiterbahntragerschicht wird mit den Vertiefungen durch einen SpritzgieRvor-
gang hergestellt. Auf diese Weise lassen sich Leiterbahnvertiefungen erzeugen, die

beispielsweise die Form der Vertiefungen 3 aus Figur 2 aufweisen.

Anschliefend werden in einem zweiten Verfahrensschritt beispielsweise durch einen
Rakelvorgang die Vertiefungen 3 des Leiterbahntragerschichtkérpers 2 mit leitfahi-
gem Material geftllt. Dies Material kann beispielsweise eine leitfahige Paste sein, die
thermisch oder durch UV-Bestrahlung aushartet. Darliber hinaus ist selbstver-

standlich auch leitendes thermoplastisches Material einsetzbar.
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Durch den Rakelvorgang werden die Vertiefungen 3 des Leiterbahntragerschichtkér-
korpers 2 vollstandig ausgefillt, wobei anschlieRend in einem abschlieRenden Ver-
fahrensschritt das tber die Vertiefungen 3 vorstehende Material entfernt wird. Der
Verfullungsvorgang kann dadurch unterstitzt werden, dal die Wande 4, 5 der Ver-
tiefungen 3 durch ein geeignetes Verfahren mattiert werden, so dal die Haftwirkung

des eingesetzten leitfahigen Materials an den Wanden erhoht wird.

Ergadnzend hierzu kann die Reinigung des Leiterbahntragerschichtkérpers 2 von
tiberschissigem leitfahigen Material dadurch unterstiitzt werden, daf an der Flach-
seite 6, an der sich die Vertiefungen 3 befinden, in den Bereichen, in denen keine
Vertiefungen angeordnet sind, die Oberflache 3 des Leiterbahntragerschichtkérpers
2 poliert wird oder mit einer Anti-Haftbeschichtung versehen wird.

Die Figur 3 zeigt die Draufsicht der Leiterbahntragerschicht 1 nach Beendigung des
abschlieenden Reinigungsvorganges, wobei der Platz fiir zwischen den Leiterbah-
nen 7 anzuordnende Bauteile deutlich wird. Zwischen den Anschliissen 7a und 7b
besteht beispielsweise die Moglichkeit der Integration eines SMD-Widerstandes,
wahrend die Anschiussflachen 7c¢ bis 7h durch einen Chip miteinander verbunden
werden konnen. Die Aufbringung der elektronischen Bauteile erfolgt nach dem uibli-
chen Flip-Chip-Verfahren.

In der Figur 4 ist ein Ausflihrungsbeispiel ahnlich demjenigen der Figur 2 dargestelit,
bei dem zwischen den Anschlussflachen 7a und 7b bzw. 7c bis 7h zusatzliche Aus-
sparungen 8 und 9 in den Leiterbahntragerschichtkdrper 2 eingebracht worden sind.
Die Vertiefungen 8 und 9 sind zur Aufnahme zusitzlicher elektronischer Bauele-
mente vorgesehen. Diese elektronischen Bauelemente besitzen zu diesem Zweck
Kontaktflachen, die nach dem Einsetzen der Bauelemente derjenigen mit Vertiefun-
gen 3 versehenen Seite des Leiterbahntragerschichtkorpers 2 zugewandt sind. Nach
dem Einsetzen der zusétzlichen Bauelemente, in diesem Falle ein SMD-Widerstand
10 sowie ein Chipmodul 11 werden die Vertiefungen analog der Ausgestaltungsvari-
ante der Figur 2 mit leitfahigem Material ausgefllt. Durch den Verfiillungsvorgang
wird gleichzeitig eine elektrisch leitende Verbindung zwischen den Kontaktflachen 12
des SMD-Widerstandes 10 bzw. des Chipmoduls 11 hergestelit. Somit entfallt ein

zeit- und kostenaufwendiges Einzelbestiicken der Leiterbahntragerschichten und
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eine Einzelherstellung der notwendigen Kontaktierung zwischen Kontaktflachen 12

und Leiterbahnen 7.

Zur Verdeutlichung des Aufbaus der mit einem Chipmodul 12 bestiickten Leiter-
bahntragerschicht 1 ist in Figur 6 ein Querschnitt im Bereich der Schnittlinie C-C der
Figur 5 dargestellt. Es ist aus dieser Figur deutlich die Aussparung 8 mit dem darin
eingesetzten Chipmodul 11 zu erkennen. Beidseitig des Chipmoduls 11 sind jeweils
Leiterbahnen 7 erkennbar, die eine elektrische Verbindung zwischen dem Chipmodul

11 und anderen auf der Leiterbahntragerschicht vorhandenen Bauteilen herstellen.

Analog der Figur 6 ist in Figur 7 eine Schnittdarstellung der Leiterbahntragerschicht 1
im Bereich der Schnittlinie D-D dargestelit. Erkennbar ist innerhalb der Aussparung 9
ein SMD-Widerstand 10, der Uber zwei seitlich angeordnete Leiterbahnen 7 mit an-

deren Bauteilen der Leiterbahntragerschicht verbunden ist.

Die Figuren 8a und 8b zeigen eine Schnittdarstellung entlang der Schnittlinie E-E der
Figuren 5 bzw. 3, wobei in der Figur 8 die Darstellung der Leiterbahntragerschicht
vor dem Verfullen der Vertiefungen 3 dargestellt ist. Es ist hierbei ersichtlich, daf}
sich die Vertiefungen 3 in diesem Ausfuhrungsbeispiel auf beiden Flachseiten des
Leiterbahntrégerschichtkdrpers befinden. Zwischen zwei korrespondierend auf un-
terschiedlichen Flachseiten des Leiterbahntragerschichtkorpers 2 angeordneten Ver-
tiefungen befindet sich jeweils eine Durchgangsbohrung 13. Nach dem Verfiliungs-
und Reinigungsvorgang beider Flachseiten des Leiterbahntragerschichtkorpers er-
gibt sich die Schnittdarstellung der Figur 8b, aus der deutlich wird, daf} im vorliegen-
den Fall eine elekirische Verbindung zwischen einer Flachseite des Leiter-
bahntragerschichtkérpers 2 und der anderen Flachseite hergestellt ist, wodurch sich
eine sogenannte Durchkontaktierung zum Anschluss von Bauteilen auf beiden Sei-

ten der Leiterbahntragerschicht 1 ergibt.

Es ist neben den bereits geschilderten Ausgestaltungsvarianten der Erfindung dar-
Uberhinaus denkbar, dafy in die Vertiefungen 3 bereits vorgefertigte Leiterbahnen

beispielsweise in Form von separat hergesteliten Spulen eingelegt werden.

Eine derartige Vorgehensweise ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die Vertiefun-
gen direkt in den SpritzguRkartenkérper eingearbeitet werden, wobei der Gesamt-

kartenkorper in diesem Fall zweiteilig erstellt wird. Jede Halfte besitzt in diesem Fall
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eine Dicke, die der halben Gesamtkartendicke entspricht. In den zueinander ge-
wandten Oberflachenflachseiten sind die Vertiefungen einseitig oder beidseitig aus-
genommen. Nach dem Einlegen der Spule als Leiterbahn werden die beiden Halften

miteinander beispielsweise durch Verklebung verbunden.
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Patentanspriiche

Leiterbahntragerschicht (1) zur Einlaminierung in eine Chipkarte mit min-
destens einer auf der Leiterbahntragerschicht (1) aufgebrachten Leiter-
bahn (7) und mit mit der Leiterbahn (2) verbundenen Anschlussflachen,
dadurch gekennzeichnet, daB die Leiterbahntragerschicht (1) auf min-
destens einer Flachseite an den fur die Leiterbahn (7) und die An-
schlul®flachen vorgesehenen Bereichen mit einem leitfahigen Material
geflllte Vertiefungen (3) aufweist, wobei die Oberflache der Leiterbahn-
tragerschicht (1) in den nicht mit Vertiefungen versehenen Bereichen flr

das leitfahige Material hafthemmend ausgebildet ist.

Leiterbahntragerschicht nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal
die Oberflache der Leiterbahntréagerschicht (1) in den nicht mit Vertiefun-
gen (3) versehenen Bereichen flr das leitfahige Material mit einer Anti-

haftbeschichtung versehen ist.

Leiterbahntragerschicht nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB
die Oberflache der Leiterbahntragerschicht (1) in den nicht mit Vertiefun-

gen (3) versehenen Bereichen fir das leitfahige Material poliert ist.

Leiterbahntragerschicht nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die die Vertiefungen (3) begrenzenden Wandflachen
(4, 5) haftverstarkend fur das leitfahige Material ausgebildet sind.

Leiterbahntragerschicht nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB

die die Vertiefungen (3) begrenzenden Wandflachen (4, 5) mattiert sind.

Leiterbahntrégerschicht nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Leiterbahntragerschicht (1) an beiden Flachseiten

mit einem leitfahigen Material gefillte Vertiefungen (3) aufweist, wobei die
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11.

12.

Oberflache beider Flachseiten (1) in den nicht mit Vertiefungen ver-
sehenen Bereichen fir das leitfahige Material hafthemmend ausgebildet

ist.

Leiterbahntragerschicht nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daR
die im Bereich der Anschluf3flachen an beiden Fiachseiten vorhandenen
Vertiefungen (3) in Ihrer Tiefenausdehnung bis zur Oberflache der gegen-
Uberliegenden Flachseite ausgebildet sind.

Leiterbahntragerschicht nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dal die Leiterbahntragerschicht zusatzliche die Leiter-
bahn/ die Leiterbahnen (7) und/oder die AnschluRflachen schneidende

Aussparungen (8, 9) firr elektronische Bauelemente (10, 11) aufweist.

Verfahren zur Herstellung einer Leiterbahntragerschicht nach einem der

Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dafl

- in einem ersten Verfahrensschritt durch einen Spritzgievorgang ein
auf mindestens einer Flachseite an den fir die Leiterbahn (7) und die
Anschlul¥flachen vorgesehenen Bereichen mit Vertiefungen (3) verse-
hener Leiterbahntragerschichtkérper (2) geformt wird,

- in einem né&chsten Verfahrensschritt die Vertiefungen (3) im Leiter-
bahntragerschichtkdrper (2) mit einem leitfahigen Material verfillt wer-

den und

- anschlieBend die Flachseite des Leiterbahntragerschichtkorpers (2) von
uber die Vertiefungen (3) vorstehenden Anteilen des leitfahigen Materi-

als gereinigt wird.

Verfahren zur Herstellung einer Leiterbahntragerschicht nach Anspruch
10, dadurch gekennzeichnet, daB nach Ausformung des Leiterbahntra-
gerschichtkorpers (2) die Flachseite mit den Vertiefungen (3) an lhrer
Oberflache poliert wird.

Verfahren zur Herstellung einer Leiterbahntragerschicht nach Anspruch
10, dadurch gekennzeichnet, daB die Flachseite mit den Vertiefungen
(3) beim Ausformvorgang des Leiterbahntragerschichtkérpers (2) durch

die Spritzguf3form eine polierte Oberflache erhalt.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Verfahren zur Herstellung einer Leiterbahntragerschicht nach Anspruch
10, dadurch gekennzeichnet, daB nach Ausformung des Leiterbahntra-
gerschichtkorpers (2) die Flachseite mit den Vertiefungen (3) an lhrer

Oberflache mit einer Antihaftbeschichtung versehen wird.

Verfahren zur Herstellung einer Leiterbahntréagerschicht nach Anspruch
10, dadurch gekennzeichnet, daB die Vertiefungen (3) an Ihren Wand-
flachen (4, 5) beim Ausformvorgang des Leiterbahntragerschichtkérpers
(2) durch die Spritzguf3form eine mattierte Oberflache erhaiten.

Verfahren zur Herstellung einer Leiterbahntragerschicht nach einem der
Anspriiche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB nach Ausformung
des Leiterbahntragerschichtkorpers (2) die Vertiefungen (3) an lhren Sei-

tenwandflachen (4, 5) mattiert werden.

Verfahren zur Herstellung einer Leiterbahntrédgerschicht nach einem der
Anspriiche 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daR nach Ausformung
des Leiterbahntragerschichtkdrpers (2) die Vertiefungen (3) im Leiter-
bahntragerschichtkérper (2) mit dem leitfahigen Material durch einen Ra-

kelvorgang verfullt werden.

Verfahren zur Herstellung einer Leiterbahntréagerschicht nach einem der
Anspriche 10 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB nach dem Verfillen
der Vertiefungen (3) im Leiterbahntragerschichtkérper (2) mit einem leitfa-
higen Material die Flachseite des Leiterbahntragerschichtkdrpers (2) von
uber die Vertiefungen (3) vorstehenden Anteilen des leitfahigen Materials

durch einen zweiten Rakelvorgang gereinigt wird.

Verfahren zur Herstellung einer Leiterbahntragerschicht nach einem der
Anspriiche 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daR nach Ausformung
des Leiterbahntragerschichtkdrpers (2) die Vertiefungen (3) im Leiter-
bahntragerschichtkérper (2) mit dem leitfahigen Material durch einen wei-
teren Spritzgieflvorgang, bei der in der Spritzguf3form nur die Vertiefungen
als Hohlrdume vorhanden sind, durch das leitfahige Material verfillt wer-

den.

Verfahren zur Herstellung einer Leiterbahntragerschicht nach einem der

Anspriche 10 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daB nach Ausformung
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des Leiterbahntrégerschichtkérpers (2) in diesen mindestens eine zu-
séatzliche Aussparung (8, 9) fir ein elektronisches Bauelement (10, 11) mit
Kontaktflachen (12) eingebracht werden und daR die Kontaktflachen (12)
des Bauelementes (10, 11) nach dem Einsetzen von diesem in die Leiter-
bahntragerschicht (1) beim Einbringen des leitfahigen Materials in die Ver-
tiefungen (3) der Leiterbahntragerschicht (1) mit der Leiterbahn/ den Lei-

terbahnen (7) und / oder den Anschluf¥flachen leitend verbunden werden.

SpritzguBwerkzeug zur Durchfiihrung des Verfahrens nach einem der An-
spriche 10 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daB die SpritzgufRform aus
mindestens zwei, vorzugsweise mehreren Segmenten besteht, wobei je-
des Segment einen Teilbereich der in die Leiterbahntragerschicht (1) ein-
zubringenden Vertiefungen (3)/ Aussparungen (4, 5) als positiv Uber die
Grundflache der Spritzgul3form vorstehende Vorspriinge aufweist und
wobei die einzelnen Segmente in Abhangigkeit der Lage und Form der
auszuformenden Vertiefungen in der Leiterbahntragerschicht modularartig

zusammensetzbar sind.
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